S2 1 PN="EP 27881" 

?t 2/5/1 



2/5/1 

DIALOG (R) File 351: Derwent WPI 
(c) 2002 Derwent Info Ltd. All rts . reserv. 

003036640 

WPI Acc No: 1981-D6654D/198117 

Monolithic integrated circuit image sensor - suppresses noise by 
subtracting charges transferred to capacitors from sensors 

Patent Assignee: SIEMENS AG (SIEI ) 
Inventor: ENDLICHER F; KOCH R 

Number of Countries: 008 Number of Patents: 006 
Patent Family: 



Patent No 


Kind 


Date 


Applicat No 


Kind Date 


Week 


DE 2939490 


A 


19810416 


DE 2939490 


A 19790928 


198117 


EP 27881 


A 


19810506 






198120 


US 4380755 


A 


19830419 






198318 


EP 27881 


B 


19830817 






198334 


CA 1157954 


A 


19831129 






198401 


DE 2939490 


C 


19870806 






198731 



Priority Applications (No Type Date) : DE 2939490 A 19790928 

Cited Patents: DE 2527626; DE 2344513; DE 2611771; DE 2652709; DE 2811146; 

US 3876952; US 3949162; US 4145721 
Patent Details: 

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes 
EP 27881 A G 

Designated States (Regional): BE FR GB IT NL 
EP 27881 B G 

Designated States (Regional) : BE FR GB IT NL 

Abstract (Basic) : DE 2939490 A 

The monolithic construction employs charge coupling, with inherent 
noise during the image scan being cancelled. Each row of sensors (2) is 
connected (13) to a capacitor formed on the substrate. The outer 
electrodes (17,18,19) of these capacitors are connected to the input 
terminals (E1,E2,E3) of a reader (AV) . Transfer gates (T1,T2) control 
the capacitor charging. Sensor line (10) switching is controlled by an 
impulse circuit (12) . 

The timing of the periods during which accumulated charges on the 
sensors are transferred to the capacitors gives a long and short charge 
period. The long period represents the total signal, the short period 
is closely representative of internally generated noise. By subtracting 
the latter charge a cleaner output signal is obtained for passing on to 
the reader (AV) . 

Title Terms: MONOLITHIC; INTEGRATE; CIRCUIT; IMAGE; SENSE; SUPPRESS; NOISE; 

SUBTRACT; CHARGE; TRANSFER; CAPACITOR; SENSE 
Derwent Class: U13; W04 

International Patent Class (Additional): H01L-029/94; H01L-031/14; 

H04N-003/14; H04N-005/30 
File Segment: EPI 



J 



Europaisches Patentamt 

European Patent OffiC @ VeroffentHchungsnummer: 0 027 881 

A1 

Off ic europ6 n des br vets ^ 1 



© EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 

© Anmeldenummer: 80105482.6 © Int. CL»: H 04 N 3/14, H 01 L 29/94 

@ Anmeldetag: 12.09.80 



Priorttat: 28.09.79 DE 2939490 



© Anmelder: SIEMENS AKT1ENGESELLSCHAFT 
und MQnchen, Postf ach 22 02 61 , 
D-8000 MQnchen 22 (DE) 



© VerotfentMchungstag der Anmeldung: 06.05.81 
Patentblatt 81/18 



@ Benannte Vert ragsstaaten : BE FR GB fT NL 



@ Erfinder: Endllcher, Frank, DIpL-Phys^ PUevlerpark 1 0, 
D-8000MUnchen83(DE) 

Erfinder: Koch, Rudolf, Dtp!.-lng., Nlmrodatrasse 42 t 
D-8034Germaring(DE) 



@ Monoltthtech Integrierter, zweldlmenslonaler Bildaensor mtt elner dlff erenzbHdenden Stufe uhd Verf ahren zu 
Betrieb. 

@ Zweidimensionaler Bildsensor, bei dem die Sensor- 
signale einer Zeile (10) uber die Spaitenieitungen (13) 
parallel den Eingangen einer Auslesevorrichtung (AV) zu- 
gefuhrt werden. Zur Unterdruckung von sensoreigenen 
Storsignalen erfolgt eine Oifferenzbildung zwischen den 
gestdrten Sensorsignalen und den Storsignalen (Nullsi- 
gnalen). Um eine mdglichst platzsparende Integration einer 
die Differenzbiidung vornehmenden Teilschaltung zu er- 
zieien, ist eine Reihe von MlS-Kondensatoren zwischen den 
Spaitenieitungen und der Auslesevorrichtung angeordnet. 
Die auBeren Elektroden (17) der MlS-Kondensatoren sind 
an eine Rucksetzvorrichtung (S1) angeschlossen. 
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SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Unser Zeichen 

Berlin und Mtinchen * VPA 79 P 7 1 9 0 EUR 



5 Monolithisch integrierter zweidimensionaler Bi ldsensor 
mit einer diff erenzbildenden Stuf e 

Die Erfindung bezieht sich auf einen monolithisch inte- 
grierten zweidimensionalen Bildsensor nach dem Oberbe- 
10 griff des Anspruchs 1. 

Eine solche integrierte Schaltung ist aus der DE-PS 

26 11 771 b ekaant - Die differenzbildende Stufe ist dort 

als eine Schaltungsstufe angegeben, die eine doppelte 

15 Abtastung der tiber eine Auslesevorrichtung von den ge- 
stSrten Sensorsignalen einerseits und den Nullsignalen 
andererseits abgeleiteten Spannungssignale durchgefiihrt. 
Eine solche Schaltungsstufe erfordert einen relativ 
groflen Schaltungsaufwand und laBt sich nur schwer auf 

20 dem Halbleiterkorper mitintegrieren. 



St 1 Hub / 26.09.1979 
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D r Erfindung li gt die Aufgabe zugrunde, bei einem 
monolithisch integrierten Bildsensor der eingangs- 
genannten Art die erwabnten Schwierigkeiten zu beheben. 
Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 gekenn- 
zeichneten Merlnnale gelSst. 

Aus der DE-OS 28 11 146 ist ein auf einem Halbleiter- 
korper iategrierter Schaltkreis zur Differenzbildung 
von elektrischen Ladungen bekannt, bei dem die zu 
messenden Ladungen in einer ladungsgekoppelten Anord- 
nung nacheinander in die durch eine ELektrode nit frei 
einstellbarem Potential und dem HalbleiterkSrper ge- 
bildete Kapazitat gebracht und daraus entf ernt werden 
und die entsprechende Potentialdifferenz an der Elek- 
trode gemessen wird. Eine Anwendung dieses Schalt- 
kreises als Auslesevorrichtung eines zweidimensionalen 
Bildsensors wtirde jedocb einen gleicbzeitigen Transport 
von gestorten Sensorsignalen und Nullsignalen bedeuten, 
was zu einem groBen Flachenbedarf der Auslesevorrich- 
tung fuhren wtirde. 

Der mit der Erfindung erzielbare Vorteil besteht ins- 
besondere darin, da£ die Signalentstorung durch einen 
in einfacher Weise zu realisierenden, der Auslesevor- 
richtung vorgeordneten Schaltungsteil erfolgt, der 
nur einen geringen Mehraufwand an Halbleiterflache er- 
fordert. Damit kann der zweidimensionale Bildsensor 
einschlieBlich der diff erenzbildenden Stuf e und der 
Auslesevorrichtung auf einer wesentlich kleineren 
Halbleiterflache realisiert werden, als dies bei den 
bekannten Schaltungen der Fall ware. 



Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung 
nMh r erlautert. Dabei zeigt: 
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Pig. 1 einen nach der Erfindung ausgebildeten zwei- 

dimensional en Bildsensor, 
Fig. 2 einen Querschnitt durch eine Teilschaltung nach 

Fig. 1 langs der Linie II-II, 
Fig. 3 Spannungs-Zeit-Diagramme zur ErlSuterung der 

Schaltung nach Fig. 1, 
Fig. 4 eine weitere Teilschaltung von Fig. 1 und 
Fig. 5 eine Alternative zu Fig. 4. 



In den Figuren 1 und 2 ist eine Schaltung schematisch 
dargestellt, bei der ein zweidimensionaler Bildsensor 
nit der zugehorigen Auslesevorrichtung auf einem do- 
tier ten HalbleiterkSrper 1, z. B. aus p-leitendem 

15 Silizium, monolithisch integriert ist. Aus Grunden einer 
einfachen Darstellung weist der Bildsensor nur neun 
Sensorelemente auf, die in drei Zeilen und drei Spalten 
angeordnet sind. Im allgemeinen en thai ten Bildsensor en 
dieser Art jedoch 100 oder mehr Elemente pro Zeile vv* 

20 Spalte. Die Sensorelemente der ersten Zeile sind mit 
einer gemeinsamen Zeilenleitung 10 verbunden, die an 
einen Ausgang 11 eines digitalen Schieberegisters 12 
geftihrt ist. Uber den Ausgang 11 sind sSmtliche Elemente 
der ersten Zeile gleichzeitig selektierbar. In analoger 

25 Weise sind auch die Sensorelemente der tibrigen Zeilen 
liber ihre Zeilenleitungen mit AusgSngen des Schiebe- 
registers 12 verbunden, die den Zeilenleitungen indivi- 
duell zugeordnet sind. 

30 Fiir jede Sensorspalte ist eine Spaltenleitung, z. B. 13, 
vorgesehen, die mit alien Sensorelementen dieser Spalte 
verbindbar ist und uber einen mit einer Taktimpuls- 
spannung 0R beschalteten Transistor TR mit einem An- 
schluS 14 in Verbindung steht, der auf einem Referenz- 
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potential liegt. Die ubrigen Spaltenleitungen sind eben- 
f alls mit den neben ihnen angeordneten Sensorelementen 
verbindbar und Uber eigene Transistoren an den Anschlu3 
14 gefiihrt. Die Spaltenleitung 13 ist weiterhin mit 
5 einem an der Grenzflache des HalbleiterkSrpers 1 vorge- 
sehenen Gebiet 15 verbunden, das eine zu diesem ent- 
gegengesetzte LeitfShigkeit besitzt. Der neben dem Ge- 
biet 15 liegende Halbleiterbereich wird durch ein mit 
einem AnschluB 16 versehenes Transfergate T1 iiberdeckt, 

10 das durch eine diinne elektrisch isolierende Schicht 1b, 
z. B. aus Si0 2 , von der GrenzflSche 1a des Halbleiter- 
korpers 1 getrennt ist. In gleicher Weise sind auch die 
anderen Spaltenleitungen mit ihnen zugeordneten Halb- 
leitergebieten 15 1 und 15 n verbunden. Das Gate T1 ist 

15 neben alien diesen Gebieten angeordnet. 

Die Sensorelemente 2 bestehen z. B. aus Fotodioden 2a, 
vie in Fig. 1 angedeutet ist* Dabei ist jede Fotodiode 
tiber die Source-Drain-Strecke eines Feldeff ekttransistors 

20 2b mit der zugehorigen Spaltenleitung 13 verbunden, 

wahrend das Gate von 2b an der entsprechenden Zeilenlei- 
tung liegt. Andererseits kSnnen die Sensorelemente 2 
auch aus MIS-Kondensatoren oder aus Fotodioden mit 
diesen benachbarten MIS-Kondensatoren bestehen oder 

25 als CID-Sensorelemente ausgebildet sein, die.Jeweils 

zwei nebeneinander liegende MIS-Kondensatoren aufweisen. 
All diese Arten von Sensorelementen sind an sich bekannt, 
so z. B. aus dem BuclTvon P. G. Jespers "Solid State 
Imaging", Noordhof Int. Publishing, Leyden, Niederlande *) 

30 und der VerBffentlichung von S. Ohba "A 1024 element 
linear CCD and sensor with, a new photodiode structure", 
Procedings IEDM 1977, Washington, Seiten. 538 bis 541. 
Werden Fotodioden als Sensoren verwendet, so ergibt sich 
der Vort il einer gleicbmafiigen spektralen Empfindlich- 

35 keit. • 

* ; Seiten 447 bis 461 



0027881 

-5- vpa 73 P 7 1 9 0 eur 

Neben dem Transfergate T1 befinden sich auBere Elektro- 
den 17 bis 19 von MIS-Kondensatoren Ko1 bis Ko3* Unter 
. "MIS" wird dabei eine Struktur verstanden, die aus 

einer leitenden Schicht und einer Halbleiterschicht 
5 besteht, die durch eine diinne elektrisch isolierende 
Schicht voneinander getrennt sind. Auf der von T1 abge- 
wandten Seite der MIS-Kondensatoren ist ein mit einexn 
AnschluB 20 versehenes Transfergate T2 angeordnet, das 
ebenfalls durch die isolierende Schicht 16 von der 

10 Grenzflache 1a getrennt ist. An dieses schlieflt sich in 
lateraler Richtung ein Halbleitergebiet 21 an, das eine 
zu dem HalbleiterkSrper 1 entgegengesetzte Leitfahigkeit 
aufweist und mit einem an einer Be triebs spanning 
liegenden AnschluB 22 verbunden ist. Die Elektroden 17 

15 bis 19 sind Qber jeweils eigene Verbindungsleitungen 23 
bis 25 mit den Eing§ngen E1 bis E3 einer Auslesevor- 
richtung AV verbunden, die so ausgebildet ist, daB an 
E1 bis E3 anliegende Signal e sequentiell an einem Aus- 
gang A ausgegeben werden. 

20 

Die Elektroden 17 bis 19 sind weiterhin mit Rficksetz- 
vorrichtungen verbunden, die ein RQcksetzen derselben 
auf eine Referenzspannung U Ref so vie eine Freischaltung 
der Elektroden 17 bis 19 von aufleren Potentialen, also 

25 einen Zustand des "floating", ermoglichen. Die in Pig. 1 
dargestellten Rticksetzvorrichtungen bestehen aus Feld- 
effekttransistoren S1 bis S3, uber deren Source-Drain- 
Strecken die Elektroden 17 bis 19 an einen gemeinsamen 
AnschluB 26 gefuhrt sind, der mit U Ref beschaltet ist, 

30 vahrend ihre Gates an einen gemeinsamen, mit einer 

Taktimpulsspannung 0 R f beschalteten AnschluB 27 geftihrt 
sind. Die_Anschltisse 16 und. 20 sind .mit'Taktimpuls- 
.spannungen 0 T1 und 0 T2 beschaltet. Der in Fig. 1 mit DS 
bezeichnete Schaltungsteil stellt eine diff erenzbil- 

35 dend Stufe dar. 
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Das Auslesen von Bildinf ormationen b gixtnt zunachst 
nit einem RUcksetzen der Spaltenleituzigen einer Zeile 
auf das Ref erenzpotential V R . Zu diesem Zweck werden 
die Transistoren TR in den leitenden Zustand geschal- 
5 tet* AnschlieBend werden Transistoren TR wieder ge- 
sperrt, so dafl die Spaltenleitungen von SLufleren Poten- 
tialen freigeschaltet sind, d# h.. sich im Zustand des 
"floating" befinden. Dann werden die Transistoren 2b 
einer Zeile tiber die zugehorige Zeilenleitung 10 
10 leitend geschaltet. Nun flieBen die in den Sensorele- 
^ menten gesammtelten, optisch erzeugten Ladungstrager 

auf die Spaltenleitung, die dadurch eine Potential- 
Snderung- erfahrt. AnschlieBend werden die Transistoren 
2b wieder gesperrt. 

.15 

Betrachtet man nunmehr die Vorgange bei der in der 
Zeitspanne AL1 erf olgenden Auslesung des an der Zeilen- 
leitung 10 und der Spaltenleitung 13 liegenden Sensor- 
elements 2 in Verbindung mit Pig. *3, so wird ein erstes 

20 Ladungspaket Q1, das von der genannten Potentialanderung 
auf der Spaltenleitung 13 herruhrt, axis dem Gebiet 13 
uber den Halbleiterbereich unterhalb des mit einem Takt- 
impuls belegten Transfergate T1 in den Eondensator 

O Ko1 ttbertragen. 

25 

Die Spannung U-^ der Elektrode 17 wird bei der Zufuhrung 
von Q1 wegen des an 27 liegenden Taktimpulses 0 R1 1 auf 
dem Wert U Ref gehalten. Nacli dem Abschalten von 0 R1 1 
wird Q1 duroh Anlegen eines Taktimpulses 0 T2 -j 321 d ^n 
30 AnschluB 20 in das Halbleitergebiet 21 abgeleitet, Da- 
bei erhSht sioh die Spannung um einen Betrag AtJ^ 
(Pig- 3). 
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AnscblieBend werden die gleicben Sensorelemente, also 
im betracbteten Pall die an der Zeilenleitung 10 liegen- 
den, einem zweiten Auslesevorgang unterzogen, wobei 
der UnterscMed zu dem ersten Auslesevorgang darin be- 
5 stent, daB mSglicbst wenig optisch erzeugte Ladungs- 
trager in den Sensorelementen gesammelt werden. Das 
kann z. B. durcb eine sehr kurze Bemessung der Zeit 
zwischen den ersten und zweiten Auslesevorgang gescbeben. 
Die hierbei docb erhaltenen Signale sind ausschlieBlich 

10 auf storende Einfltisse innerhalb des Bildsensors zu- 
ruckzufUbren, wie z. B. auf Kennwertedifferenzen 
einzelner Teilscbaltungen gegeneinander, auf Eiikopp- 
lungen der zum Betrieb verwendeten TaJctimpulsspannungen 
usw. Derartige StSrungen werden auch als "fixed pattern 

15 noise- bezeichnet, Die hiervon berrubrenden Ladungen 
werden nun in der bescbriebenen Weise in Ladungspakete 
02 umgesetzt, die beim Auftreten von 0 T12 in den Konden- 
sator Ko1 Qbertragen werden. 

20 Die Ladungen Q1 entsprecben den durcb die StSrungen bzw 
Stdrsignale beeinfluBten Sensorsignalen, wibrend die 
Ladungspakete 02 den StSrungen allein entsprecben und 
daber auch als Hullsignalladungen bezeicbnet werden. 

25 Beim Einbringen der Ladung 02 in den Halbleiterbereicb 
unterbalb der ELektrode 17 tritt an dieser eine Spannungs- 
absenkung Au 1? ' auf. Damit ergibt sicb eine Spannung 
D a auf der Verbindungsleitung 23, deren Differenz Au 
gegentiber D Rgf der Differenz aus der Sensorsignalladung 

30 01 und der Nullsigaalladung 02 und damit dem ungestorten 
bzw. korrigierten Sensorsignal entspricbt. 
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Das korrigierte Sensorsignal wird uber den Eingang E1 
der Auslesevorrichtung AV zugeftihrt und in einer vor- 
gegebenen zeitlichen Folge mit den an dec anderen Ein- 
gangen E2 und E3 anliegenden, korrigierten Sensorsigna- 
len bei A ausgelesen. 

Die Auslesevorrichtung besteht zweckmMBigerweise aus 
einer CTD-Anordnung 28, die entsprechend Fig. 4 aufge- 
baut ist. Sie weist eine Reihe von auf der Isolier- 
schicht 1b angeordneten Transferelektroden auf, von 
denen Jeweils vier aufeinanderfolgende Elektroden, die 
mit Taktimpulsspannungeh 01 bis 04 beschaltet sind, 
ein CTD-Element bilden. In Fig. 4 sind drei CTD-Elemente 
CE1 bis CE3 dargestellt. Jeweils eine Transferelektrode 
jedes Elements ist nach beiden Seiten verlangert und 
dabei einerseits einem Gate BG und andererseits einem 
Gate TG angenahert, die beide auf der Isolierschicht 1b 
angeordnet und iiber die dargestellten Anschliisse mit 
Taktimpulsspannungen 0^ und 0 R ' beschaltet sind. Neben 
dem Gate BG befinden sich drei mit den EingMngen E1 bis 
E3 verbundene Halbleitergebiete 29 bis 31, die zum 
Halbleiterkorper -1 entgegengesetzte Leitfahlgkeit haben. 
Neben dem Gate TG ist ein Halbleitergebiet 32 vorge- 
sehen, das ebenfalls eine zu 1 entgegengesetzte Leit- 
f§higkeit auf weist und tiber den dargestellten AnschluB 
mit der Spannung U Ref beschaltet ist. Die gestrichelt 
eingezeichneten Linien 33 und 34 stellen die Begrenzun- 
gen von zwischen ihnen liegenden Dunnschichtbereichen 
der Isolierschicht 1b dar,' die von Dickschichtbereichen 
umgeben sind. Eine CTD-Ausgangsstuf e 35 ist mit dem 
Ausgang A beschaltet. 



0027881 



-9- vpa 79 P 7 1 9 0 EUR 

Bei einer Ausfuhrung der erfindungsgemaflen Schaltung 
nach Pig. 4 wird die aus den Transistoren S1 bis S3 
bestehende Riicksetzeinrichtung durch die Schaltungs- 
teile TG und 32 in Verbindung mit den ubrigen Schaltungs- 
5 teilen der CTD-Anordnung 28 ersetzt. Es besteht aber 
andererseits die Moglichkeit, die Teile TG und 32 in 
Fig. 4 wegzulassen und die in Pig. 1 prinzipiell dar- 
gestellte Rticksetzvorrichtung beizubehalten. 

10 Das Auslesen der korrigierten Sensorsighale geht bei 
einer gemafl Fig. 4 ausgebildeten Auslesevorrichtung so 
vor sich, daB beispielsweise bei einem am Eingang E1 
anliegenden Spannungssignal U a beim Auftreten des Takt- 
impulses 0 BQ1 (Fig. 3) eine von U & abhangige Ladungs- 

15 menge iiber eine durch die Amplitude von 0^ gegebene 
Potentialbarriere unterhalb von BG unter die Transfer- 
elektrode EL1 gelangt. Daher ergibt sich ein ent- 
sprechender Spannungsanstieg 36 an der Kondensator- 
elektrode 17. Es schliefit sich dann der Weitertransport 

20 dieser in CE1 eingelesenen Ladungsmenge und der analog 
in die anderen CTD-Elemente eingelesenen Ladungsmengen 
durch das Anschalten der Taktimpulsspannungen 01 bis 
04 an, was in Fig. 3 durch die Zeitspanne ZD und durch 
schmale Impulse 01 angedeutet ist. Bis zum Beginn 

25 dieses Weitertransports liegt ein Spannungssign,al 011 
am AnschluS 37 der CTD-Anordnung 28 ♦ 

Schliefllich wird durch einen Impuls 0 T2 2 die ^ Konden ~ 
sator Ko1 befindliche Nullsignalladung in das Gebiet 21 
30 abgeleitet, was an der Elektrode 17 zu einem Spannungs- 
anstieg 36a ftihrt. 
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Zu Beginn des nSchsten Auslesevorgangs, der in Fig. 3 
mit AL2 bezeichnet ist, wird die Elektrode 17 durch 
den Impuls 0^' und gegebenenfalls 0^2 wieder auf die 
Spannung U aef ruckgesetzt. 

5 

In Pig. 5 ist eine andere Ausfiihrungsform der Auslese- 
vorrichtung AV schematise]* dargestellt. Es # handelt 
sich hierbei um eine Ausleseleitung 38, die z. B. aus 
einem metallischen Oder aus hochdotiertem polykristal- 
10 linem Silizium gebildeten Streifen bestehen kann Oder 
aucb als ein umdotierter, streifenfSrmiger Halbleiter- 
bereich (Diffusionsleitung) ausgefuhrt sein kann. Die 
EingSnge E1 bis E3 sind Uber die Source-Drain-Strecken 
von Multiplex-Transistoren M1 bis M3 mit der Auslese- 
15 leitung 38 verbunden, wobei die Gates von M1 bis M3- 
an die Ausgange einer Auswahlvorrichtung 39, z. B. 
eines Adressdekoders Oder eines digitalen Schiebe- 
registers, gescbaltet sind, die die Multiplex-Transi- 
storen jeweils einzeln nacheinander in den leitenden 
20 Zustand schaltet. 

Bei den behandelten Ausfuhrungsbeispielen, bei denen 
von einem p-leitenden Halbleiterkorper ausgegangen 
(/) wird, weisen die angegebenen Potentiale und Spannungen 

25 gegeniiber dem Bezugspotential der Schaltung, auf dem 
der HalbleiterkSrper 1 liegt, jeweils positive Vor- 
■ zeichen auf . Werden die LeitfShigkeitstypen der einzel- 
nen Halbleitergebiete durch die jeveils entgegengesetz- 
ten ersetzt, so kehren sich aucb die Vorzeichen der 
30 Spannungen und Potentiale urn. 



Obwohl die CTD-Anordnung des angegebenen Ausftihrungs- 
beispiels als SCCD-Anordnung (Surface-Cktarge-Coupled 
Device) ausgebildet ist, kann die Erfindung mit be- 
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kannten CTD-Anordnungen beliebiger Art ausgefiihrt 
werden, wie sie z. B. in dem Buch von Sequin und Tomp- 
sett. "Charge Transfer Devices", Academic Press, New 
York, 1975 auf den Seiten 1 bis 18 bescnrieben sind. 
5 Die CTD-Anordnungen kSnnen dabei entsprechend ihrem 
Aufbau nach einem der bekannten Verfafaren, so z. B. im 
2-, 3-, 4- oder Mehrphasenbetrieb, arbeiten. 

Der in Pig. 3 nit ZD bezeicinete Zeitabschnit stellt 
IO die Zeilendauer dar. In dieser Zeitspanne werden die 
von einer ^ensorzeile stammenden Sensorsignale unter- 
dem EinfluB der Taktimpulsspannungen 01 bis 04 am Aus- 
gang A abgegeben. Die gleiche Zeitspanne benStigt ein 
durch die weiterverarbeiteten Sensorsignale gesteuerter 
5 ELektronenstrahl eines Bildsichtgerates, urn eine Bild- 
zeile zu scnreiben. Der Zeitabschnitt AL1 wird als 
Austastliicke bezeicfanet. In diesem Zeitabschnitt wird 
ein das Zeilensignal in einem Viedergabegertt scfarei- 
bender Elektronenstrahl ausgetastet und vom Zeilenende 
zum Zeilenanfang der nacnsten Zeile hingefunrt. Bei 
einer Wiedergabe in Fernsefageraten miissen die Zeitab- 
schnitte ZD und AL der Femsennorm entsprecnen und be- 
tragen jeweils 52 us und 12 us. 



0 
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Patentansuriiche 

1. Monolithisch integrierter, zweidimensionaler Bild- 
sensor, bei dem die Sensorelemente au£ einem dotierten 
5 Halbleiterkorper in Zeilen und Spalten angeordnet sind, 
bei dem oeder Spalte eine Spaltenleitung zugeordnet 
ist, die eine Ausleseleitung fiir die Sensorsignale der 
in dieser Spalte liegenden Sensorelemente darstellt, 
bei dem jede Spaltenleitung einem Eingang einer Aus- 

10 lesevorrichtung zugeordnet ist, an der en Ausgang die 
Sensorsignale einer Zeile sequentiell auslesbar sind, 
und bei dem eine die gestorten Sensorsignale einer 
Sensorzeile gegenuber den sensoreigenen StSrsignalen 
(Null sign ale) auswertende, differ enzbildende Stufe 

15 vorgesehen ist, d a d u r c h gekenn- 

zeicbnet, daS die diff erenzbildende Stufe 
aus einer Anzahl von den Spaltenleitungen (13) indivi- 
duell zugeordneten MIS-Kondensatoren (Ko1) besteht, 
deren SuBere Elektroden (17) mit den Eingangen (E1|. ^ 

20 der Auslesevorrichtung (AV) verbunden und iiber eine 

Rticksetzvorrichtung an eine Ref erenzspannung anschalt- 
bar sind, und dafi neben den aufleren Elektroden (17) 
zwei Gates vorgesehen sind, von denen das erste (T1) 
einen Halbleiterbereich iiberdeckt, der zwischen den 

25 MIS-Kondensatoren (Ko1) und mit den Spaltenleitungen 
(13) verbundenen, umdotierten Halbleitergebieten (15) 
liegt, wihrend das zweite (T2) einen zwischen den 
MIS-Kondensatoren (Ko1 ) -und einem mit einer f esten 
Betriebsspannung (V^) beschalteten, umdotierten Halb- 

30 leitergebiet (21) liegenden Halbleiterbereich uberdeckt. 
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2. Bildsensor nach Anspruch 1, dadurch g e - 
kennzeichnet, daB die Auslesevorrichtung 
(AV) eine CTD-Anordnung (28) enthalt, die in CTD-Ele- 
menten, die den Spaltenleitangen (13) individuell zuge- 
ordnet sind, Transferelektroden (EL1) aufweist, welche 
in Richtung auf ein drittes Gate (BG) verlahgert sind, 
und dafl das dritte Gate (BG) neben umdotierten Halb- 
leitergebieten (29, 30, 31) liegt, die mit den aufleren 
ELektroden (17) verbunden sind. 

3. Bildsensor nach Anspruch 2, dadurch g e - 
kennzeichnet, daB die in Richtung auf 
das dritte Gate (BG) verlangerten Transferelektroden 
auch in Richtung auf ein viertes Gate (TG) verlahgert 
sind, das den Halbleiterbereich zwischen der CTD- 
Anordnung (28) und einem umdotierten, mit einer Refer enz- 
spannung (U Ref ) beschalteten Halbleitergebiet (32) tiber- 
deckt. 

4. Bildsensor nach Anspruch 1, dadurch g e - 
kennzeichnet, daB die Auslesevorrichtung 
(AV) eine Ausleseleitung (38) enthalt, an die die Ein- 
gange (E1...E3) der Auslesevorrichtung (AV) Uber 
Multiplex-Transistoren (M1...M3) einzeln anschaltbar 
sind und daB die Gates der Multiplex-Transistoren 
(M1...M3) mit den Ausgangen einer Auswahl-Vorrichtung 
(39) verbunden sind. 

5. Verfahren zum Betrieb eines Bildsensors nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB von den gestorten Sensorsignalen einer Zeile (10) 
abgeleitete, erste Ladungsmengen tiber die Spal ten- 
lei tungen (13) parallel in die Kondensatoren (Ko1) ein- 
gelesen werden, deren aufiere Elektroden dabei auf einer 
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Referenzspannung liegen, dafi diese ersten Ladungs- 
mengen nach dem Abschalten der auBeren Elektroden (17) 
von der Referenzspannung aus den Kondensatoren (Ko1) 
ausgelesen werden, dafi anschlieflend von den Nullsignal- 
ladungen derselben Zeile (10) abgeleitete, zweite 
Ladung smengen in die Kondensatoren (Ko1) eingelesen 
werden, dafi die sich hierbei an den auBeren Elektroden 
(17) einstellenden Spannungen parallel der Auslese- 
vorrichtung zugefuhrt werden, aus der sie dann sequen- 
tiell ausgelesen werden und daB die zweiten Ladungs- 
mengen aus den Kondensatoren (Ko1 ) ausgelesen werden. 

6. Verfahren zum Betrieb eines Bildsensors nach An- 
spruch 2 oder 3, da d' ru r c h gekennzeich- 
15 net, " daB von den gestorten Sensorsignalen einer 
Zeile (10) abgeleitete, erste Ladungsmengen fiber die 
Spaltenleitungen (13). parallel in die Kondensatoren 
(Kol) eingelesen 'werden, deren auBere Elektroden dabei 
auf einer Referenzspannung liegen, daB diese ersten 
20 Ladungsmengen nach dem Abschalten der auBeren Elektro- 
den (17) von der Referenzspannung aus den Kondensatoren 
(Ko1) ausgelesen werden, daB anschlieBend von den 
Nullsignalladungen derselben Zeile (10) abgeleitete, 
zweite Ladungsmengen in die Kondensatoren (Kol) einge- 
25 • lesen werden, daB von den sich hierbei an den auBeren 
Elektroden (17) einstellenden Spannungen Ladungen abge- • 
leitet werden, die in die Elemente einer als Auslese- 
vorrichtung dienenden CTD-Anordnung (28) eingegeben 
werden. 



5 
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.7. Verfahrea aach Aaspruca 6, d a d u r c a g e - 
keanz e i c h n e t , daB vor dem Einlesen der 
ersten uad zweiten Laduagsmeagea in die Koadeasatorea 
(Ko) eia Rucksetzea der auBerea Elektrodea (17) titer 
die geoffaetea drittea uad viertea Gates auf eia Pot ea- 

tial erfolgt, das voa der Amplitude eiaer'dem dritiea 

Gate (BG) zugefuartea Spaaauag abaaagig ist, die diesem 
auch beim Auslesea der Laduagea ia die Elemeate der 
CTD-Aaordauag (28) aaliegt. 
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